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窒化物半導体のMOVPE成長メカニズムについて議論する。成長反応は温度に敏感であり、リ

アクター内の温度分布を再現するため、我々は不完全な熱接触および熱放射[1]等を考慮している。

我々はこれまでに GaN [2], AlN [3], AlGaN [4], InGaN [5]の成長メカニズムを提案している。 

MOVPE 成長条件（基板温度、圧力、ガス成分比等）を変化させた場合、成長速度および混晶

組成を再現する“定量的”なシミュレーションに成功している。Fitting parameterなしで各種実験

結果を定量的にシミュレーションできたという事実は、提案した成長メカニズムが実験条件内で

は正しいと推測できる。 

AlN 成長では気相に TMAl:NH3アダクト分子が形成され、その熱分解した Al-N 分子が成長に

主に寄与する。一方、InN 成長では TMInと NH3の原料ガス熱分解種が成長に寄与する。興味深

いのは GaNの成長である。 

我々の結果は、GaN成長におけるアダクト寄与が圧力 100 kPa で 90%, 10 kPaで 60%であり、

残りの部分は原料ガス自身の熱分解である。すなわち AlN と InN の成長メカニズムと比較する

と、GaNはそれらの中間状態である。また実験における成長パラメータも同様に中間であること

から、前述のように我々が提案する窒化物MOVPE 成長メカニズムを支持している。疑念の方々

は、化学反応パラメータは入手可能[6]ですのでご検討頂きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. MOVPE growth concept of AlN, GaN, and InN. 
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